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值小的那一点, 因为这一点将优先激射。在有些情

况下,这两个点的激射条件会非常接近,以致它们同

时激射,出现多波长工作的情况。这种双纵模激射

的情况在实验中可以观察得到
[ 4]
,通过分别调节激

光器两段的工作电流,可以使器件单模工作。

N 1, N 2以及 N 1 和激射波长之间的关系如图

3、图 4所示。

Fig. 3 � Variat ion of the carrier density in th e gain region with it in the

absorpt ive region

Fig. 4 � Variat ion of the emission w avelength with carrier density in the

absorpt ive region

作为特例, 文中分析的是吸收型两段式 DFB 激

光器的波长调谐特性。通过对载流子浓度适当取

值,使第 1段作为吸收区工作, 第 2段作为增益区。

从图3可以看出, N 1 , N 2的连续变化, 导致波长在

一定范围内的调谐, 如图 4所示。波长调谐范围从

1536. 5nm 到 1539. 2nm,其间,有不同模式的跳转。

从图 4还可以看出, 最长的连续调谐发生在 N 1 从

1. 2 � 1018cm- 3
到 1. 5 � 10

18
cm

- 3
, 对应的调谐范围

从 1536. 5nm 到 1537. 5nm,大约有 1nm。之所以能

进行波长调谐,是因为两段式 DFB激光器不同模式

具有不同的阈值增益, 器件工作在最低阈值模上。

此外,在接近器件端面的最后一个不完全光端周期

的相移变化对 DFB 半导体激光器的阈值性质是非

常灵敏的,它不仅改变模式的位置,也改变此模式对

应的阈值增益
[ 5]
。通过调节两段中的电流,可以改

变两段的载流子浓度, 从而控制激光器的输出光功

率和激射波长。上述模拟结果和实验观察到的一

致。在实验中[ 4] ,通过分别调节激光器两段的工作

电流,在保证器件单模工作的情况下,进行了波长调

谐。可以观察到, 在两段工作电流之和保持不变的

前提下,波长调谐范围为6. 2nm ;不同振荡波长对应

的输出功率也有所变化。如果固定其中一段的偏置

电流,波长随另一段偏置电流变化,连续波长调谐范

围为 0. 9nm。
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电子泵浦硫化镉纳米电线激光器

哈佛大学的科学家们已经将硫化镉纳米电线集成于电子泵浦激光器中。纳米电线至少要有 70nm 的直

径,才能获取 510nm 的横向单模。将纳米电线放置在掺硅浓度很高的绝缘体基底上, 然后外镀氧化铝、钛和

黄金,锁定其位置。电线的一端不镀表层, 室温下节电流为 210�A,相应的电线会以 1. 83nm 的间隔发出众

多Fabry�Perot 模式。当激光器件冷却到 8K, 它发出一个 494nm 的单峰。这个发射器的室温多模光谱的特

征是只需刚好高于阈值驱动。由于非理想物质界面而导致的节不致性限制了该激光器难以刚好高于阈值工

作。如果不采用开端,而采用布喇格光栅和芯/壳的纳米电线组织结构,可以改进工作性能。研究人员认为,

用氮化镓和磷化铟作为原材料来设计电子泵浦纳米电线激光器件是可行的。

(蒋 � 锐 � 叶大华 � 供稿)
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